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１．概要（Summary） 

広島大学で誕生し、その後、開発拠点が JAIST に移

った新薄膜堆積法、Cat-CVD 法は、基板表面に従来法

のようなプラズマによる欠陥を誘起することなく高品質薄

膜を低温で堆積できる方法である。この方法で結晶シリコ

ン(c-Si)上にシリコン窒化膜(SiNx 膜)/非晶質シリコン

(a-Si)積層膜を堆積すると、c-Si の表面再結合速度を極

端に下げられ、従来から種々のデバイスに使用されてい

るシリコン酸化膜(SiO2)/c-Si 界面よりも優れた界面が形

成されることを発見している。そこで、その SiNx/a-Si/c-Si

構造における界面準位密度(Dit)の測定を試みた。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

1) スパッタ装置（Al用）、2) デバイス測定装置。 

【実験方法】 

 広島大学提供の n 型 c-Si 基板上に JAIST において

SiNx/a-Si積層膜をCat-CVD法で堆積、その試料のDit

を、高周波および低周波容量(C)-電圧(V)法、擬似定常

状態 C-V法(QSCV法)により広島大学において求めた。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 試料の高周波 100 kHz、低周波 100 HzのC-V特性と、

約 1 Hzの QSCV特性を Fig.1、a) および b) に示す。

低周波の C-V 測定では界面欠陥に捕獲される電子が電

極の電圧変動に追随できるので、C-V特性はU型になる

はずであるが、この図は、本試料の界面には、低周波に

追随するほどの電荷がないこと、すなわち、Dit が低いこと

を示唆している。この確認のため、試料に光照射して界面

に捕獲されている電子を励起した時の QSCV 特性の変

化から、Dit を見積もった。その時の特性を、Fig.2 に示

す。C-V 特性のヒステリシスから見積もった Dit は 8.4×

1010 cm-2、光照射時の変化から見積もった Ditは 4.5×

1012 cm-であった。この値は、予想より大きかったが、光が

ないと活動しない電子が多く、従来の c-Siデバイス解析と

は異なる解析法が必要なことが判明した。 

４．その他・特記事項（Others） 

本研究は、科学技術振興機構(JST)、CREST 研究、お

よび、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)プ 

ロジェクトの一環として行われたものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fig.1, a) 100 kHz and 100 Hz C-V characteristics 

and b) quasi-static C-V (QSCV) chara- 
cteristics of Cat-CVD SiNx/a-Si/c-Si samples. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.2. QSCV characteristics of Cat-CVD 

SiNx/a-Si/c-Si samples before and after light 
illumination.  

 
 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

  実験データの整理中で対外発表はまだである。 

６．関連特許（Patent） 

なし。 
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